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OEM: Texas Instruments Transistor 2N3820

Datasheet

P-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor

2N3820

Symmetrischer Aufbau in Silizium-Epitaxial-Planar-Technik

Silect*-Gehduse TO-92**
Fiir industrielle Kleinsignal-Anwendungen

Mechanische Daten

"Silect in line™

1 — Drain, 2 — Source, 3 — Gate

Dieser Transistor ist in ein Plastik-Gehause eingekapselt. Das Gehduse widersteht Lottemperaturen,
ohne sich zu verformen. Selbst unter hohem FeuchtigkeitseinfluB zeigt das Bauelement stabile Kenn-
werte, und es erfillt die Anforderungen von MIL-STD-202C, Methode 106B. Der Transistor ist licht-

unempfindlich.

Absoclute Grenzwerte

Drain-Gate-Spannung

Drain-Source-Spannung

Gate-Source-Sperrspannung

Gate-Strom in DurchlaBrichtung

Maximale Verlustleistung bel Ty < 25 °C (Bem. 1)
Lagerungstemperatur

Drahttermparatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehéiuse fir 10 s

Bemerkung:
i. Lineare Reduzierung auf 125 °C mit 2 mW/[°C,

* Schutzmarke von Texas Instrumeants.
** JEDEC registriert.
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** Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen min max Einh.

Umrycss Gate-Source-Sperrspannung g = 10 pA, Ups = 0 o0 v

lass Gate-Reststrom Ugs = 10V, Ups =0 o0 né

Ugs =10V, Ups =0, Ty = 100°C 2 ey

Ipss Drainstrom Ups=—10V, LUgs=20 (Bem. 2) 03 —16 mé,

Ugs Gate-Source-Spannung Upsg = —10V, Ip= —30uA 03 7.4 W

Ugs Pinch-Off-Spannung Ups = =10V¥, Ip=—10pA 8 W

|yz1sl Vorwartsstellheit Ups==10V, Ugzs=10 f=1KkHz 800 5000 @S
(Bem, 2)

|vzos] Ausgangsleitwert Ups = =10V, Ugs=10, f=1kHz 200 [T
(Bem, 2)

BE™ Eingangskapazitat Upg = =10V, Ugs=0 f = 1 MMz a2 pF

=10 Rickwirkungskapazitit Upg ==—10V, Ugs=10, f=1MHz 16 pF

|vz1sl Yorwartssteilheit Ups=—10V, Ugs=0, f=10 MHz 100 [T

Bemerkung:

2. Impulsmé@Big gemessen: tp = 100 ms, Tastverhaltnis = 2%;.
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